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(57) Abstract 

The invention relates to a method for 
handling thinned chips for introducing them 
into chip cards. According to the inventive 
method, first a wafer is bonded with its front 
face onto a carrier substrate by means of an 
adhesive layer. Then the wafer is thinned 
from its back and is subdivided into single 
chips by sawing into the wafer from the back 
up to the adhesive layer. The adhesive layer 
is dissolved and the individual chips are removed from the carrier substrate by means of a suction head and are deposited in a special 
storage container until further treatment. Alternatively, the chips sawed out from the wafer arc provided on their backs with a continuous 
support nim by means of a second adhesive layer and the first adhesive layer is dissolved by means of a method that does not attack die 
second adhesive layer. The chips that are linked via the support film can be jointly removed from the carrier substrate and can be removed 
form the support film one by one once the second adhesive layer is removed. The wafer can alternatively be provided with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer before it is sawed from the back. In this case, too, the first adhesive layer is dissolved 
^bsLte^ adhesive layer is conserved and the individual chips that are reinforced by the support film arc removed from the carrier 

(57) Zusanunenfassung 

- Air^ wciden Verfahrcn zum Handhaben von gedOnnten Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei wird jeweils zunachst 
em Wafer mit semer Vorderseite mittels einer Kleberschicht auf einem Tr^gersubstrat aufgcklebL Dann wird der Wafer von der Riickscite aus 
gedOnnt und durch Emsagen von der Ruckseite her bis zur Kleberschicht in einzelne Chips aufgeteilL AnschJieBend wird die Kleberschicht 
aufgelost und die einzelnen Chips werden vom Tragersubstral mit einem Saugkopf abgehoben und in einem speziellen Ablagebehaiter 
mx w^tercn Verarbeitung abgelegt. AltemaUv werden die aus dem Wafer gesSgten Chips auf der Ruckseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm m.ttels einer zweiten Kleberschicht beklebt und dann wild die erste Kleberschicht mit einem Verfahrcn aufgelost welches 
.wk"!^^ Kleberschicht nicht angrcift Die Ober den lYagerfilm zusammenhangenden Chips konnen so vom Tr^gersubstrat gemeinsam 
abgehoben werden und. nach dem AuflOsen der zweiten Kleberschicht. emzeln vom TrSgerfilm entnommen werden. Der Wafer kann 
al emativ auch vor dem SSgcn auf der ROckseite mit einem durchgehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht bcklebi werden 
Auch in dit^m Fall wird die eiste Kleberschicht unter Erhalt der zweiten Kleberschicht aufgeldst und es wenlen dann die einzelnen durch 
den Tragerfilm verstarkten Chips vom Tr§gersub$trat abgehoben. 
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The invention relates to a method for 
handling thinned chips for introducing them 
into chip cards. According to4he inventive 
method, first a wafer is bonded with its front 
face onto a canrier substrate by means of an 
adhesive layer. Then the wafer is thinned 
from its back and is subdivided into single 
chips by sawing into the wafer from the back 
up to the adhesive layer. The adhesive layer 

is dissolved and the individual chips are removed from the carrier substrate by means of a sucUon head and are deposited in a special 
storage container until further treatment. Alternatively, the chips sawed out from the wafer arc provided on their backs with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer and the first adhesive layer is dissolved by means of a method that does not attack the 
second adhesive layer. The chips that are linked via the support film can be jointly removed from the carrier substrate and can be removed 
form the support fihn one by one once the second adhesive layer is removed. The wafer can alternatively be provided with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer before it is sawed from the back. In this case, too, the first adhesive layer is dissolved 
while the second adhesive layer is conserved and the individual chips that are reinforced by the support film are removed from the carrier 
substrate. 

(57) Zusammenfassung 

^ werden Verfahrcn zum Handhaben von gedUnnten Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei wird jcweils zunachst 
ein Wafer mit semer Vorderseite mittels einer Kleberschicht auf cinem Tragersubstrat aufgeklebt Dann wird der Wafer von der RQckseite aus 
gedtirjnt und durch EinsSgen von der Riickseite her bis zur Kleberschicht in einzelne Chips aufgeteilt. AnschlieBend wiid die Kleberschicht 
aufgelost und die cinzelnen Chips werden vom Tragersubstrat mil einem Saugkopf abgehoben und in einem speziellen Ablagebehaiter 
zur w^teren Verarbeining abgelegt. Altemativ werden die aus dcm Wafer gesSgten Chips auf der Riickseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm mittels emer zweiten Kleberschicht beklebt und dann wird die erste Kleberschicht mit einem Verfahren aufgcl6st welches 
die zweite Kleterschicht nicht angrcift. Die Ober den TrSgerfilm zusammenhangendcn Chips kdnnen so vom Ti^gersubstrat gemeinsam 
abgehoben werden und, nach dem Aufldscn der zweiten Kleberschicht. einzein vom Tragerfilm entnommen werden. Der Wafer kann 
aJtemauv auch vor dem SSgen auf der Riickseite mit einem durchgehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden 
Auch in diesem Fall wird die erste Kleberschicht unter Erhalt der zweiten Kleberschicht aufgelSst und es werden dann die cinzelnen durch 
den Tragerfilm verstSrktcn Chips vom Tragersubstrat abgehoben. 
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Verfahren zum Handhaben v on gedflnntPn Chips zum Kinhrinp ^n i- 

Chipkarten 



5 



10 



25 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Handhaben von 
gedtinnten Chips zum Einbringen in Chipkarten. 

Gedtinnte Chips werden seit einiger Zeit bereits zur Herstellung von vertikal 
integrierten Schaltungsstrukturen (VIC) venvendet. 



In der DE 44 33 846 Al wird hierzu beschrieben, wie bei der HersteUung 
eines solchen VIC zunachst ein Wafer, hier ein sogenanntes Topsubstrat, mit 
seiner Vorderseite, d.h. mit der aktiven bzw. funktionalen IC-Flache, an der 
sich die Bauelementelagen befinden, mittels einer Klebeschicht auf ein 

1 5 sogenanntes Handlingsubstrat aufgeklebt und dann von der Rtickseite her 
gediinnt wird. Dieses Diinnen erfolgt z.B. durch nafichemisches Atzen oder 
durch mechanisches oder chemomechanisches Schleifen. Ein solches 
Topsubstrat wird dann mit einer Haftschicht versehen, genau justiert auf ein 
sogenanntes Bottomsubstrat aufgesetzt und mit diesem verbunden. 

20 Anschliefiend wird das Handlingsubstrat wieder entfemt. 



I em 



Aus der EP 0 531 723 B ist ein ahnUches Verfahren bekannt, bei dem ( 
erstes Schaltungsbauelement mit seiner aktiven Flache auf einem TrSger 
befestigt und dann von der Rfickseite her gediinnt wird. Anschliefiend wird 
ein weiteres Schaltungsbauelement auf die Riickseite des gediinnten Chips 
aufgesetzt und mit diesem mittels Kontaktstellen, die zuvor auf der 
Riickseite des gediinnten Chips erzeugt wurden, verbunden. Dann wird das 
aufgesetzte Schaltungsbauelement ebenfalls von der Riickseite her gediinnt, 
mit KontaktsteUen versehen und ein weiteres Schaltungsbauelement 
30 aufgesetzt. Dieser Schritt wird mehrfach wiederholt, bis schliefilich die 
gewiinschte Mehrelementepackung von iibereinanderliegenden 
Bauelementen aufgebaut ist. 
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AUe diese Verfahren beschreiben nur die Handhabung der Chips in einem 
Verfahrensstadium, in der sie entweder noch nicht gedflnnt oder bereits zu 
einer stabilen Packung aufgebaut sind. Verfahren, mit denen einzelne 
gediinnte Chips gehandhabt werden kdnnen, um sie in Chipkarten 
einzubauen, werden nicht angegeben. hisbesondere ist dies auch mit den 
bisher in der Chipkartenfertigung verwendeten Verfahren und Werkzeugen 
nicht mfigHch. Die Verwendung gediinnter Chips ist aber aufgrund ihrer 
besonderen Flexibilitat gerade in den durch Biegung und Torsion hauf ig 
hochbeanspruchten Chipkarten wtinschenswert. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, 
mit dem gedtinnte Chips auch einzeln gehandhabt und in Chipkarten 
eingebracht werden kdnnen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemSfi den Anspriichen 1, 2 oder 3 
gelOst. 

Ausgangspunkt ist jeweils, dafi zunachst ein Wafer mit seiner Vorderseite, 
an der sich die Bauelemente befinden, mittels einer Kleberschicht auf einem 
Tragersubstrat aufgeklebt wird. Dieser Wafer wird dann von der Riickseite 
her gediirmt. Nach dem Diinnen wird der Wafer in einzelne Chips aufgeteilt, 
indem von der Rackseite aus in den Wafer hineingesSgt wird. Das 
HineinsSgen kann bis zur oder bis in die Kleberschicht oder sogar bis in das 
Tragersubstrat hinein erfolgen. 

Um die Chips nun von dem Tragersubstrat abzuheben und zu vereinzeln 
bestehen erfindungsgemSfi verschiedene MSglichkeiten. 
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GemaC Anspruch 1 wird die Kleberschicht aufgelost und die einzelnen 
Chips mit einem Saugkopf vom TrSgersubstrat abgehoben. Sie werden dann 
vorzugsweise in einem speziellen AblagebehSlter zur weiteren Verarbeitung 
abgelegt. Die Chips Kegen bei dieser Methode mit ihrer Riickseite nach oben 
5 in den SpezialbehSltem. Altemativ kSnnen die Chips selbstverstandlich auch 
sofort weiterverarbeitet, beispielsweise sofort auf eine Chipkarte oder 
Chipkartenfolie aufgesetzt werden. 

Anspruch 2 sieht erfindungsgemafi einen weiteren Verfahrensscliritt vor, bei 
1 0 dem nach dem SSgen die noch auf dem Tragersubstrat befindlichen 

einzehien Chips auf der Riickseite mit einem durchgehenden TrSgerfilm 
mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden. Anschliefiend wird die 
erste Kleberschicht mit einer Methode aufgelost, bei der die zweite 
Kleberschicht erhalten bleibt. Die Chips kSnnen dann tiber den TrSgerfilm 
zusammenhangend, gemeinsam vom TrSgersubstrat abgehoben werden. 
Anschliefiend ist dann eine Entnahme der einzelnen Chips vom TrSgerfilm 
moglich, indem die zweite Kleberschicht aufgel6st v^ord. Auch hier kann die 
Entnahme mit Hilfe eines Saugkopfes oder dergleichen erfolgen. Bei diesem 
Verfahren liegt dann die aktive Vorderseite des Chips oben. 

Nach Anspruch 3 ist erfindungsgemafi vorgesehen, diesen Tragerfilm direkt 
nach dem Dflimen des Wafers aufzukleben, und darm erst den Wafer in 
einzelne Chips zu zersagen. Der Film verbleibt beim Hnbau in die Chipkarte 
auf dem einzehien Chip; der Chip wird somit durch den TrSgerfilm verstSrkt 
und ist auch mit den herkdmmlichen Verfahren und Werkzeugen 
handhabbar. Durch die Verwendung geeigneter, z.B. zShelastischer 
Materialien fOr die TrSgerfoIie, kann diese bei ausreichender Stabilitat des 
Chip-Folien-Verbimds relativ diinn gehalten werden. 
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Selbstverstandlich kSrmen auch bei den beiden letztgenannten Verfahren die 
Chips im Lauf e der weiteren Verarbeitung in einem Ablagebehalter 
zwischengelagert werden. 

5 Zum Losen der ersten Kleberschicht bei gleichzeitigem Erhalt der zweiten 
Kleberschicht gibt es verschiedene Moglichkeiten, die jeweils von den 
Eigenschaften der venvendeten Klebersorten abhangen. Bevorzugte 
Methoden sind in den Unteranspnichen beschrieben. 

1 0 Altemativ ist es prinzipiell auch moglich, dafi gemeinsam mit der 

Kleberschicht zwischen Wafer und Tragersubstrat, oder auch anstelle dieser 
Kleberschicht das Tragersubstrat selbst aufgelost wird. Es versteht sich von 
selbst, daC hierzu bei den Verfahren gemafi Anspruch 2 oder 3 eine Methode 
gewahlt wird, bei der die zweite Kleberschicht nicht angegriffen vnxd. 

15 

Die mit den erfindungsgemafien Verfahren sicher und einf ach handhabbaren 
diinneren Chips sind flexibler und benotigen weniger Raum als die 
herkonunlichen Chips. Damit sind neue Moglichkeiten erOffhet, die Chips in 
den Chipkarten unterzubringen. 

20 

Hier ist zunachst zu unterscheiden zv/ischen den Verfahren, bei denen die 
Chips mit ihrer Vorderseite auf eine z.B. bereits mit Leiterbahnen versehene 
Chipkartenf olie oder die Chipkarte aufgesetzt werden (Flip-Chip 
Technologie), und den Verfahren, bei denen die Chips mit ihrer Riickseite 
25 auf die Chipkartenfolie oder die Chipkarte aufgesetzt und dann an den Chip 
die Leiterbahnen angeschlossen werden, Wdche Methode gunstiger ist, 
hangt unter anderem davon ab, welches der vorgenannten Verfahren zur 
Abnahme der gedunnten Chips vom Tragersubstrat verwendet wird, d.h. in 
welche Richtung die Chips bereits orientiert sind. 



30 
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Bei den Verfahren, bei denen die Chips von der Rtickseite aus gehandhabt 
werden miissen, ist es vorteilhaft, wenn atif der Ruckseite der Chips bzw. auf 
dem Tragerflim Positionsmarken aufgebracht werden. Anhand dieser 
Markierungen ist eine exakte Ausrichtung des Chips auf der Chipkarte 
mSglich. Ms Positionsmarkierung bietet es sich an, die Schaltungsstruktur 
des Chips abzubilden. 

Eine Einbaum6glichkeit besteht darin, dafi der Chip auf eine Chipkartenfolie 
aufgebracht wird, die auf der dem Chip gegenuberKegenden Ruckseite mit 
Kontaktflachen versehen ist, welche wiederum mit dem Chip fiber 
Leiterbahnen durch die Folie hindiu-ch verbundenen sind. Dieses so 
aufgebaute Chipmodul lafit sich dann mit den Kontaktflachen nach aufien in 
eine Kavitat einer Chipkarte einbringen, wie das auch bei den bisherigen 
konventionellen Aufbauten der Chipkarten der Fall ist. 

Eine Alternative besteht darin, die Chips beim Zusammenlaminieren zweier 
Chipkartenfolien zwischen die Folien einzubringen. 

Bei einem besonders bevorzugten Einbauverfahren wird der Chip jeweOs 
einfach auf die Oberflache einer Chipkarte aufgebracht. Vorzugsweise wird 
der Chip dabei mit seiner Vorderseite nach aufien weisend aufgesetzt und 
anschliefiend wird die Chipkarte gemeinsam mit dem Chip mit Leiterbahnen 
versehen. 

Die Leiterbahnen kdnnen hierbei mit emem PrSge- oder Dnickverfahren, 
vorzugsweise mit einem Siebdruckverfahren, aufgebracht werden. 
Aufgrund der geringen Ausmafie des gedflnnten Chips tragt dieser an der 
Oberflache der Chipkarte kaum auf. Es ist selbstverstSndlich aber auch 
moglich, den Chip in einer flachen Kavitat in die Oberflache der Chipkarte 
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einzubringen. Vorteahafterweise werden die offen an der Oberflache 
befindlichen Chips mit einem Schutzlack iiberzogen. 

Derartige Chipkarten mit einem aufienliegenden gediinnten Chip sind im 
Gegensatz zu den konventioneUen Chipkarten, bei denen ein herkdmmlicher 
Chip in einem Chipmodul in einer spezieUen Kavitat untergebracht ist, mit 
erheblich weniger Verf ahrensschritten zu fertigen. 

Bei alien Einbauverfahren ist es sowohl mfiglich, auf der Chipkarte 
aufienliegende Kontaktflachen anzubringen, als auch Spulen oder Shnliche 
Bauteile einzudrucken, so dafi eine kontaktlose Dateniibermittlung von und 
zur Chipkarte mOglich ist. Ebenso ist eine Kombinationslosung dieser beiden 
SdmittsteUen moglich (Dual Interface). 

Die erfindungsgemafien Verfahren werden nachfolgend anhand von 
Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefugten Zeichnungen 
detaillierter beschrieben. Es zeigen schematisch: 

Fig. 1 einen Wafer, der an seiner aktiven Hache mittels einer 
Kleberschicht mit einem Tragersubstrat verbunden ist. 

Fig. 2a einen Wafer gemSfi Fig. 1 nach dem Diinnen und Aufteilen in 
einzelne Chips, 

Fig. 2b zwei Chips des Wafers gemafi Fig. 2a in einem Spezialbehalter, 
Fig. 3a einen gediinnten und gesSgten Wafer mit Tragerfilm, 
Fig. 3b einzelne fiber den Tragerfilm zusammenhangenden Chips, 
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Fig. 4a einen gemafi Fig. 1 auf einem Tragersubstrat befestigten imd 
gedtinnter Wafer vor dem Zerteaen in einzdne Chips, 

Fig. 4b einen gemSfi Fig. 4a hergesteUten Chip auf einer Chipkarte, 

5 

Fig. 5 eine Chipkarte mit einem Chipmodul, 

Fig. 6 eine perspektivische DarsteUung eines gedtinnten Chips mit 
Positionsmarkierungen, 

10 

Fig. 7 - 9 Varianten einer Chipkarte mit an der Oberflache aufgebrachten 
gedfinnten Chip und nachtraglicher Aufbringung der 
Anschlufiflachen, 

15 Fig. 10/11 Herstellung einer Chipkarte durch Zusammenlaminieren zweier 
Kartenfolien, 



Fig. 12/ 13 Varianten einer Chipkarte mit an der OberflSche axif bereits 
vorhandene Anschlufiflachen aufgebrachten gedOnnten Chip, 

20 

Bei der Durchftthrung des Verfahrens wird zunBchst ein Wafer 1 mit seiner 
Vorderseite, welche die Bauelemente 2 aufweist, auf ein Tragersubstrat 4 
aufgeklebt. Als Tragersubstrat kann 2.B. ein anderer Wafer, eine Metallfolie 
Oder magnetisierbare FoUe oder eine sonstige, in der ChipkartenhersteUung 
25 fibliche Folie wie PVC, ABS, PC oder ahnUches dienen. 

Hierzu wird entweder auf dem Wafer 1 oder auf dem Tragersubstrat 4 eine 
Kleberschicht 3 aufgetragen und anschliefiend werden die beiden Teile 
zusammengefQgt. 



30 
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Der Wafer enthalt in iiblicher Weise mehrere nebeneinander angeordnete 
Schaltkreise, die jeweils einen Standard-Chipkartenchip oder auch einen 
Speicherchip bilden kdnnen. 

Der auf dem TrSgersubstrat 4 befestigte Wafer 1 wird daim von der 
Riickseite bis zu einer vorgegebenen Starke, wie in Fig. 1 durch die 
gestrichelte linie 9 dargesteUt, gediinnt. Das Dtinnen kann mit den 
herkemmlichen Verfahren, beispielsweise durch Atzen oder mechanisches 
Schleifen, erfolgen. Auf diese Weise ist es miJgUch, den Wafer 1 bzw. die 
daraus gefertigten Chips 10 auf eine Starke von unter 100 mn, vorzugsweise 
ca. 20 ^m, zu diinnen. 

Gemafi dem in den Fig. 2a und 2b dargesteUten Verfahren werden dann in 
den Wafer 1 von der Rflckseite aus bis zur Kleberschicht 3 SSgeschnitte 7 
eingefagt, und somit der Wafer 1 in einzelne Chips 10 unterteilt. Es wird 
anschliefiend die Kleberschicht 3 aufgelSst bzw. angelSst, wobei die Chips 10 
mit einem Saugkopf 30 vom TrSgersubstrat 4 abgehoben und in 
Spezialbehaltem 40 abgelegt werden, wo sie zur weiteren Verarbeitung zur 
Verfflgung stehen. Der Saugkopf 30 fQr die Entnahme der Dfinnchips 10 ist 
relativ flach und weist an der SaugoberflSche mehrere kleine Lecher 31 auf, 
die fiber eine Leitung je nach Bedarf mit Saug- bzw. Druckluft zum 
Ansaugen oder Ablegen der Chips 10 beaufschlagt werden kOnnen. Die 
Chips 10 konnen den Spezialbehaltem 40 in gldcher Weise entnommen und 
mit einem Roboter bei der Kartenfertigung plaziert werden. 

Das L6sen der Kleberschicht 3 des Tragersubstrats 4 kann durch 
Warmeeinwirkung erfolgen. Hierzu wird z.B. ein beheizbarer Saugkopf 30 
Oder eine separate WarmestrahlungsqueUe 34, wie in Fig. 4a, verwendet. 
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Die Fig. 3a und 3b zeigen ein alternatives Verfahren, bei dem letztendlich die 
aktive Oberflache mit den Bauelementen 2 der Chips 10 oben KegL Hierzu 
wird auf den gediinnten und gesagten Wafer 1 mittels einer zweiten 
Kleberschicht 6 ein Tragerfilm 5 aufgezogen. Selbstverstandlich kann es sich 
5 bei diesem TrSgerfilm 5 auch um eine selbstklebende Folic handdn, die 
bereits mit einer Kleberschicht versehen ist. 

Nach Aufbringen dieses TragerfUms 5 auf die Rtickseite des Wafers 1 wird 
die erste Kleberschicht 3 mit einem Verfahren gelOst, welches die zweite 
10 Kleberschicht 6 nicht angreift. 

Hierzu gibt es verschiedene MdgUchkeitea Bei einem ersten bevorzugten 
Verfahren besteht die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der unter 
Einwirkung von licht eines bestimmten Langenwellenbereichs, 
beispielsweise UV-Ucht, zersetzt wird, wobei die zweite Kleberschicht 6 bd 
dieser Bestrahlung gerade aushartet. Bei einem zweiten Verfahren besteht 
die erste Kleberschicht 3 aus einem Meber, der sich unter Warmeeinwirkung 
zersetzt, wobei die zweite Kleberschicht 6 gerade unter der 
Warmeeinwirkung aushartet. Altemativ ist es mOglich, dafi die erste 
Kleberschicht 3 aus einem wasserlOsIichen Meber besteht, wahrend die 
zweite Kleberschicht 6 nicht wasserlSslich ist, oder die zweite Kleberschicht 
6 ist Idsemittelresistent und die erste Kleberschicht 3 lost sich bei dem 
entsprechenden Losemittel auf. Weiterhin ist es moglich, dafi die erste 
Kleberschicht 3 aus einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstoftplasma 
Oder in einer bestimmten Gasumgebung, z.B. Ozon, zersetzt wird, wobei die 
zweite Kleberschicht 6 gegenfiber diesen Bedingungen resistent ist. 

Eine andere MSglichkeit besteht darin, ein Verfahren zu verwenden, mit der 
gemeinsam mit der Kleberschicht 3 oder auch anstelle der Kleberschicht 3 
das Tragersubsb-at 4 selbst aufgelSst wird. Das Trageisubstrat 4 kann hierzu 
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aus Styropor oder einem anderen Material bestehen, welches sich in einem 
Plasma oder unter Atzgaseinwirkung oder unter erhShter Temperatur 
zersetzt. Oder es wird ein Tragersubstrat 4 aus Karton oder einem ahnlichen 
Material verwendet, welches wasserlOslich ist 

Nach dem AuflOsen dieser ersten Kleberschicht 3 bzw. des Tragersubstrats 4, 
lafit sich dann der gesamte uber den Tragerfilm 5 zusammenhangende 
Verband von Chips 10 gemeinsam abnehmen, wobei die aktive Flache der 
Chips 10 nach aufien weist. Die einzelnen Chips 10 kOnnen dann vom 
Tragerfibn 5 entnommen werden, indem die zweite Kleberschicht 6 gelost 
wird. 



Die Fig. 4a und 4b zeigen eine dritte VerfahrensmOglichkeit, bei der zuerst 
ein Tragerfihn 5 aus einem vorzugsweise zahelastischen Material, wie 
Polycarbonat, Polyamid, Kupfer, Aluminiimi, Stahl o.a., auf die Riickseite 
des Wafers 1 mittels einer Kleberschicht 6 aufgeklebt wird. Danach erfolgt 
erst die Unterteilung des Wafers 1 in die einzehien Chips 10 durch EinfOgen 
der Sageschnitte 7. ScMiefilich werden wieder die einzehien Chips 10 durch 
AuflOsen der ersten Kleberschicht 3 oder des Tragersubstrats 4 entnommen, 
wobei auch hierzu ein Verfahren angewendet wird, welches die 
Klebeverbindung zum Tragerfihn 5 nicht angreift. Die hierbei verwendeten 
Methoden entsprechen den obengenannten Verfahren. In Fig. 4a ist 
schematisch dargestellt, wie ein einzebier Chip 10 mit einem Saugkopf 30 
vom Tragersubstrat 4 entnommen vdrd, wobei die Auflosimg der 
Kleberschicht 3 durch einen Warmestrahler 34 erfolgt, wobei gleichzeitig die 
zweite Kleberschicht 6 aushartet. Bei diesem Verfahren verbleibt der 
Tragerfilm 5 auf der Riickseite des einzelnen Diiimchip 10. 

Die Figuren 5 bis 10 zeigen verschiedene Varianten, wie die gediinnten 
Chips 10 in der bzw. auf der Chipkarte 20 untergebracht werden kSnnen. 
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10 



Je nach WaH der HersteUungsmethode nach den Figuren 2, 3 oder 4 ist es 
sinnvoU, die Chips 10 mit ihrer Vorderseite oder mit ihrer Rflckseite auf eine 
Chipkarte 20 oder eine Chipkartenfolie 21 aufzusetzen. Wird der Chip 10 mit 
seiner Vorderseite auf die Chipkarte 20 bzw. Chipkartenfolie 21 aufgesetzt, 
so ist es zweckmafiig, auf die Karte 20 bzw. Folie 21 zuerst die Leiterbahnen 
11 zur Kontaktierung des Chips 10 anzubringen und dann den Chip 10 
darauf zu positionieren. Hierzu weist der Chip 10 auf seiner Rflckseite, wie 
in Figur 6 dargestellt, Positionsmarkierungen 8 auf, die beispielsweise auf 
den Chip 10 oder auf die TrSgerfolie 5 aufgedruckt oder eingeStzt sind. 

Figur 5 beschreibt ein Einbaubeispiel, welches ahnlich den bekannten 
Einbauverfahren konventioneUer Chipmodule ist. Hierbei wird der Chip 10 
zunachst auf eine erste ChipkartenfoUe 21 aufgesetzt. Auf der 
gegenuberliegenden Rflckseite der Chipkartenfolie 21 befinden sich 
Kontaktflachen 23, die mit dem Chip 10 uber Leiterbahnen 11 durch die 
ChipkartenfoUe 21 hindurch mittels Leitkleber verbunden sind. Zwischen 
dem Chip 10 und der ersten ChipkartenfoUe 21 kann sich eine Unterteilung 
15 befinden. Dieses so aufgebaute Chipmodul wird in eine entsprechende 
Kavitat 24 der Chipkarte 20 eingesetzt und ringsum mit einem gedgneten 
Kleber 25 verklebt. 



Die Figuren 10 und 11 zeigen verschiedene Laminierverfahren, bei denen der 
Chip 10 zwischen zwei Chipkartenfolien 21 und 22 in der Chipkarte 20 
angeordnet wird. Die Chipkartenfolien 21, 22 haben typischerweise eine 
Starke von 100 - 300 jun. Bei dem Verfahren gemafi Figur 10a wird der Chip 
10 auf die eine Chipkartenfolie 21 aufgebracht und die Leiterbahnen 11 
befinden sich auf der anderen Chipkartenfolie 22. Der Chip 10 ist hierbei mit 
seiner Rflckseite auf die Chipkartenfolie 21 aufgebracht. Anschliefiend 
werden die beiden Chipkartenfolien passend flbereinander positioniert und 
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zusammenlaminiert, so dafi der Chip 10 durch die Leiterbahnen 11 
kontaktiert wird (Fig. 10b). 

Bel dem Verfahren gemSfi Fig. 11a werden auf die eine Oupkartenfolie 21 
5 zuMchst Leiterbahnen 11 aufgebracht Auf diese Uiterbahnen 11 wird dann 
der Chip 10 mit seiner Vorderseite nach unten aufgelegt, so dafi gleichzeitig 
die Kontaktierung erfolgt. Anschliefiend wird die zweite Chipkartenfolie 22 
dariiber laminiert (Fig. lib). 



0 Die Leiterbahnen ftthren jeweUs zu einer aufienliegenden Kontaktflache oder 
aber zu einem Interface-Bauelement, mit dem eine kontaktlose 
Datenubertragung moglich ist, oder sie bilden selbst ein solches Baudement. 
Urn beim Laminierverfahren den Chip 10 bis zum Abdecken mit der zweiten 
ChipkartenfoKe 22 auf der ersten Chipkartenfolie 21 zu halten, kann die 

1 Oberfladie der ersten Chipkartenfolie 21 durch ein Sauerstoff- oder 
Chlorplasma vorbehandelt werden, so dafi der Chip 10 bis zur Abdeckung 
und zum Laminieren darauf gebondet haftet. Bei dem Verfahren gemafi den 
Fig. 11a und lib kann die Oberflache audi mit einer Silberleitpaste bedruckt 
sein, welche gleichzeitig die Leiterbahnen 11 bildet, so dafi der Chip 10 bis 
zur Abdeckung und zum Laminieren auf der Chipkartenfolie 21 haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert wird. 



>emen 



Selbstverstandlich ist es auch m5glich auf dem gedilnnten Chip 10 ( 
Kleber aufzubringen oder als Chipkartenfolie 21 eine kleberbeschichtete 
Folic zu verwenden. Insbesondere bei der Herstellung der Chips 10 nach 
dem Verfahren, wie es in den Fig. 3a und 3b dargestellt ist, ist es mOglich, 
den Chip 10 direkt vom TrSgerfilm 5 durch Anlosen des Klebers abzuheben 
und mit diesem Kleber auf die Chipkartenfolie 21 aufzukleben, wo der 
Kleber dann wieder abbinden kann. 
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In den Fig. 7, 8 und 9 ist ein vollstandig neues Verfahren dargesteUt, bei dem 
der gediinnte Chip einfach an der Oberflache einer C3upkarte aufgesetzt und 
anscWiefiend mit Leiterbahnen 11 bedruckl wird. Der Chip 10 wird 
aufierdem mit einem Schutzlack 12 (iberzogen. Zum Drucken der 
Leiterbahnen 11 wird vorzugsweise ein Siebdruckverfahren verwendet. Es 
ist selbstverstandlich auch mSglich, die Leiterbahnen 11 in Form einer 
Metallfolie aufzubringen. 

bi den Fig. 12 a bis 12c sind Ausfiihrungsformen dargestellt, bei denen 
zunachst die Leiterbahnen auf die OberflSche aufgebracht und anschliefiend 
der Chip mit der Vorderseite nach unten auf die AnschlufiflSchen 11 gesetzt 
wird. In Fig. 12b ist eine zusatzHche Lack und/oder Klebeschicht 13 
zwischen integriertem Schaltkreis 10 und der Oberflache der Chipkarte 20 
angeordnet, wahrend in Fig. 12c Die Chip/Uiterbahnanordnung 10, 11 mit 
einem Heizstempel 14 in die Kartenoberflache eingedriickt wird. 

In den Fig. 8 und 9 befindet sich der Diinnchip 10 ebenfaUs direkt an der 
Oberflache der Chipkarte 20, hier jedoch in einer kleinen Kavitat 27. Diese 
Kavitat 27 ist entweder in die Chipkarte 20 eingepragt, gefrast oder beim 
Herstellen der Chipkarte 20 gleich mit angespritzt worden (Fig. 8). 
Altemativ wird die Kavitat 27 durch eine entsprechende Bedruckung mit 
Schutzlack 26 oder durch Aufziehen einer SchutzfoKe mit Fenster erzeugt 
(Fig. 9). 



Entsprechende Anordnungen, bei denen zunachst die Kontaktflachen 11 in 
die Aussparungen der Oberflache der Chipkarte 20 angeordnet werden, auf 
die dann der Chip 10 gesetzt wird, sind in den Fig. 13a bis 13c dargestellt. 

In dem in Fig. 13 c dargestellten Ausfflhmngsbeispiel wird der Chip unter 
Warmeeinwirkung bundig in die Oberflache der Chipkarte 20 eingepreOt. 
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Bei einer AusfQhrung gemafi Fig. 7 (Anschlufifladien 11 noch nicht 
vorhanden) kann die Folic mit dem biindig mit der OberflSche 
abschliefienden Chip bdspielsweise mit Silberpaste bedruckt, beschichtet 
tind eventueU gleichzeitig kontaktiert werden. 

5 

Bei all diesen letztgenannten Einbaubeispielen, mit einem offen an der 
Oberflache der Chipkarte befindlichen Chip, handelt es sich um einen neuen 
und besonders vorteilhaften Aufbau, der mit relativ wenigen 
Verfahrensschritten, vergUchen mit den herkOmmUchen Verfahren, 
10 herzustellen ist. 
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1. Verfahren zum Handhaben von gediirmten Chips (10) zum Einbringen in 
Chipkarten (20) mit folgenden Verfahrensschritten: 
5 - Aufklebeneines Wafers (1) mit seiner Vorderseiteaufein 
TrSgersubstrat (4) mittels einer Weberschicht (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Riickseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch SSgen des 
Wafers (1) von der Ruckseite aus bis zur oder bis in die Kleberschicht 

1 0 (3) Oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Auflosen der Kleberschicht (3), 

- Abheben der einzelnen Chips (10) vom Tragersubstrat (4) mit einem 
Saugkopf (30) zur Ablage in einen spezieUen Ablagebehalter (40) 
und/ Oder zur weiteren Verarbeitung. 

15 

2. Verfahren zum Handhaben von gedtinnten Chips (10) zum Einbringen in 
Chipkarten (20) mit folgenden Verfahrensschritten: 

- Axifkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 
Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

20 - Diinnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzehie Chips (10) durch Sagen des 
Wafers (1) von der Ruckseite aus bis zur oder bis in die Kleberschicht 
(3) Oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Bekleben der aus dem Wafer (1) gesagten Chips (10) auf ihrer 
25 Ruckseite mit einem durchgehenden TrSgerfilm (5) mittels einer 

zweiten Kleberschicht (6), 

- Auflesen der ersten Kleberschicht (3) mit einem Verfahren, welches 
die zweite Kleberschicht (6) nicht angreift, 

- Abheben der tiber den TrSgerfihn (5) zusammenhSngenden Chips (10) 
30 vom Tragersubstrat (4) gemeinsam mit dem TrSgerfilm (5), 

- Auflesen der zweiten Kleberschicht (6) und Abheben der einzelnen 
Chips (10) vom Tragerfilm (5). 
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3. Verfahren zum Handhaben von gedfinnten Chips (10) zum 
Einhrmgen in Chipkarten (20) mit folgenden Verfahrensschritten: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 
5 Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

- Dunnen des Wafers (1) vender Riickseite her, 

- Bekleben des Wafers (1) auf der Riickseite mit einem durchgehenden 
Tragerfihn (5) mittels einer zweiten Kleberschicht (6), 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 

10 Wafers (1) mit dem aufgeklebten TrSgerfilm (5) von der Rfickseite des 

Wafers (1) her bis zur oder bis in die erste Kleberschicht (3) oder bis in 
das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Aufldsen der ersten Kleberschicht (3) mit einem Verfahren, welches 
die zweite Kleberschicht (6) nicht angreift, 

1 5 - Abheben der einzelnen Chips (10) vom Tragersubstrat (4) gemeinsam 
mit dem TrSgerfilm (5). 

4. Verfahren nach einem der AnsprQche 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, da& die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 

20 der unter Einwirkung von Ucht eines bestimmten WellenlSngenbereichs 
zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
unter Einwirktmg dieses Lichts aushartet. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 

25 gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 
der unter Warmeeinwirkung zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) 
aus einem Kleber besteht, der unter Warmeeinwirkung aushartet. 



30 



6. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem wasserloslichen 
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Kleber besteht und/oder die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber 
besteht, der Idsemittelresistent ist. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 
der unter einem Sauerstoffplasma oder in einer bestimmten Gasumgebung 
zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
gegentiber diesen Bedingungen resistent ist. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafi gemeinsam mit der Kleberschicht (3) zwischen dem Wafer (1) und dem 
Tragersubstrat (4) imd/oder ansteUe dieser Kleberschicht (3) das 
TrSgersubstrat (4) aufgelSst wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Tragersubstrat (4) aus einem Material besteht, welches sich in einem Plasma 
und/ Oder unter Gaseinwirkung und/oder unter erhShter Temperatur 
zersetzt vmd/oder wasserlSslich ist 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafi auf der Rflckseite der Chips (10) und/oder des 
Tragerfihns (5) Positionsmarken (8) aufgebracht werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Vorderseite auf eine mit Leiterbahnen 
(11) versehene erste Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Rtickseite auf eine erste ChipkartenfoUe 
(21) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) kontaktiert werden. 
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IS. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeidmet, dafi die 
erste Chipkartenfolie (21) auf der dem Chip (10) gegeniiberliegenden 
Obeiflache mit Kontaktflachen (23) versehen ist, die mit dem Chip (10) fiber 
5 die Leiterbahnen (11) verbimdenen sind, und dieses so aufgebaute 

Chipmodul mit den KontaktflSchen (23) nach aufien in eine Kavitat (24) einei 
Chipkarte (20) eingebracht wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
1 0 erste Chipkartenfolie (21) mit dem Chip (10) mit einer zweiten 

Chipkartenfolie (22) bedeckt wird und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) 
zusammenlaminiert werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste 
1 5 Chipkartenfolie (21) vorbehandelt wird, so dafi der Chip (10) bis ziun 

Abdecken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der ersten 
Chipkartenfolien (21) haftet. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste 
20 Chipkartenfolie (21) mit einer haftenden Leitpaste bedruckt wird, so dafi der 

Chip (10) bis zvan Abdecken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der 
ersten Chipkartenfolien (21) haftet und gleichzdtig elektrisch kontaktiert ist. 

17. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 10, dadurch 

25 gekennzeichnet dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Ruckseite auf eine eiste 
Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden und die erste Chipkartenfolie (21) 
mit dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) bedeckt wird, 
welche an den entsprechenden Positionen mit Leiterbahnen (11) versehen ist, 
und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) zusammenlaminiert werden. 



30 
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18. Verfahren zum Einbringen eines gediinnten Chips (10) in eine Chipkarte 
(20), insbesondere xxach einem der Ansprilche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) auCenliegend auf eine Oberflache der 
Chipkarte (20) aufgebracht wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit seiner Vorderseite nach aufien weisend auf die Oberflache der 
Chipkarte (20) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) versehen wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Chip (10) in eine Kavitat (27) in der Oberflache der Chipkarte (20) 
eingebracht wird. 

21. Verfahren nach einem der AnsprQche 18 bis 20, dadwch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) unter Warmeeinwirkung biindig in die 
Oberflache der Chipkarte (20) eingeprefit wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der an der Oberflache der Chipkarte (20) befindliche 
Chip (10) mit einem Schutzlack (12) uberzogen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Leiterbahnen (11) mittels eines Druck- oder 
Prageverf ahrens aufgebracht werden, 

24. Verfahren nach Anspruch 2 imd einem der Anspriiche 12 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip (10) vom Tragerfibn (5) abgehoben 
und auf die Chipkartenfolie (21) oder die Oberflache der Chipkarte (20) 
aufgesetzt wird. 
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25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10)mittels des Klebers der aufgelSsten zweiten Kleberschi«±t (6) auf die 
Kartenfolie (20) aufgeklebt wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzekhnet, dafi der Chip 
(10) mit einem Saugkopf (30) von der Tragerfolie (5) abgehoben und auf die 
Kartenfolie (20) aufgebracht wird, wobei die zweite Kleberschicht (6) unter 
Warmeeinwirkung gelfist wird. 

27. Chipkarte (20) mit mindestens einem gediinnten Chip (10), welcher auf 
einer Oberflache der Chipkarte (20) angeordnet ist. 

28. Chipkarte nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit seiner Vorderseite nach aufien auf der Chipkarte (20) angeordnet ist, 
und aufienseitig auf der Chipkarte (20) und dem Chip (10) Leiterbahnen (11)' 
aufgebracht sind. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Uiterbahnen (11) aufgedruckt sind. 

30. Chipkarte nach einem der Ansprflche 27 bis 29, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) in einer Kavitat (27) in der Oberflache 
der Chipkarte (20) angeordnet ist. 



25 31. Chipkarte nach einem der Ansprflche 27 bis 30, dadurch 

gekennzeichnet, dafi der Chip (10) biindig in die Oberflache der Chipkarte 
(20)eingeprefitist. 



15 



20 



30 



32. Chipkarte nach einem der Ansprflche 27 bis 31, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) mit einem Schutzlack (12) uberzogen ist. 
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Recherchierte aber nlcht 2um MindestprOfstott gehoronde VeroHertHchungen, soweit dtese unter die recherchferten Gebtete faflon 



Wahrend der internaUonaten Recherche konsultferte elektronische Datenbank (Name der Dalenbank und evtl. verwendete Suchbegritfe) 

EPO-Internal, PAJ, IMSPEC 



C. ALS WESENTUCH ANQESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezefchnung der VerflffenlUchung, soweft ertordertich unter Angabe der In SetracW kommenden TeiJe 



Betr. AnspnKh Nr. 



EP 0 475 259 A (SUMITOMO ELECTRIC 
INDUSTRIES) 18. Marz 1992 (1992-03-18) 
das ganze Ookument 

US 5 268 065 A (GRUPEN-SHEMANSKY MELISSA 
E) 7. Dezember 1993 (1993-12-07) 
das ganze Ookument 

EP 0 824 301 A (HITACHI LTD) 
18. Februar 1998 (1998-02-18) 
das ganze Ookument 

US 5 192 682 A (KODAI SYOJIRO ET AL) 
9. Marz 1993 (1993-03-09) 
das ganze Ookument 
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Weilere Verdffentfichungen sind der Forteetzung von FekJ C 2u 
entnehmen 



Slehe Anhang PatenifamBle 



Besondere Kategorien von angegebenen Verdrtentlichungon 



-A' 



Verdffonttchung, die den allgemetnen Stand der Techntk definiert, 
aber nicht ats besonders bedeutsam anzusehen (st 



"E" Slteres Dokunent, das iedoch erst am Oder nach dem lntematk>na(en 
Anmektodatum verdffenttichl worden tst 
Verdttendtehung, die geeignet ist einen Priontfitaanspruch ZMreifelhaR er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die da$ VerOflentltehungsdatum einer 
andoren (m Rochefchenbericht genannten Ver6ffentiic»ning beM werden 
son odor die aus elnem anderen besonderen Grund angegeben tat fwie 
ausgelOhrt) 

"O" VerdtfentDchung, die sich auf eine mOndlfche Offenbarung. 

eine Benutzung. eine AussteHung Oder andere MaOnahmen bezleht 
"P* Ver6frenUk;hung, die vor dem Intematfcsnalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspnichten Prtortiatsdatum verttffentOcht worden ist 



T SpStere Verortendichung. die nach dem intemaltonaien Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der 
AnmeMung nicht koHkltert aondem nur zum Verstdndnis dee der 
Erftndung zugrundeltegenden Prinzips oder der Ihr zugrundeKegenden 
TTieorte angegeben Ist " 

"X" VertffentBchung von besonderer Bedeulung: die beanapruchte Erflndung 
kann atletn auf gmnd dfeser VerOffenttfchung nicht ats neu oder aut 
erf indeHacher xatlgkeit bemhend betrachtet werden 

"Y* Ver6irentlk:hung von besonderer Bedeutung; <te beanspnichto Erfindung 
kann nteht ala auf erf tndertocher TSUgkelt beruhend betrachtet 
warden, wenn die VerdrtentHchung mtt eIner oder mehreren anderen 
Ver«fen«lchungen dtesar Kateoorie in Veibindung gebracht wW und 
dieoe Verbtndung fOr einen Fa<J»mann naheBegend ist 
VertMfentlichung, dfe Mil^ied derselben PatentfamAle (st 



Datum des Abschkjsaes der Intemationalen Recherche 



27. September 2000 



Abeendedatum des intematk>nalen Recherche nberlchts 



05/10/2000 



Name und Postanschrift der Intematlonaten Recherchenbehdrde 
EuropSiaches Patentamt. P.B. 5316 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Ri|swijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nt. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoltmSchtigter Bedlensteter 



Konigstein, C 



Fomitlalt PCT/tSA/210 (Batt 2) (M 1 902) 
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INtaNATTONALER RECHERCHENBERICHT 

C.(Fort«t2»n9) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTE^i:^ 



In aMonalesAktenieiehen 

PCT/EP 00/03988 



iBetr. Anspfuch Nr. 



GB 2 221 470 A (FSK KK) 
7. Februar 1990 (1990-02-07) 
das ganze Dokument 

US 4 457 798 A (HOPPE JOACHIM 
3. Jull 1984 (1984-07-03) 
das ganze Dokument 

"0 9? 48137 A (STROMBERG NICHAEL) 
dS. September 1999 (1999-09-23) 
das ganze Dokument 



ET AL) 



Fwmblatt PCT/ISA«10 (Foit»«ttuf»c von Btatt 2KJii| 1 992) 
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INTERNApONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Vwottenmcnungen. die air selben Patenltairilis g«hdren 



In ilionates Aktenzeichen 

PCT/EP 00/03988 



rm RecherchenberichI 
angefuhftes Patentdokument 



Datum der 
VerOtfenUichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der. 
Verdffentlichung 



EP 0475259 



18-03-1992 



US 5268065 
EP 0824301 



07-12-1993 
18-02-1998 



US 5192682 A 09-03-1993 



68 2221470 A 07-02-1990 



JP 
JP 
AU 
AU 
CA 
DE 
DE 
DK 
KR 
US 



EP 
JP 



JP 
JP 
FR 



JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

JP 

GB 

GB 

SG 

SG 

SG 

DE 

FR 

GB 

HK 

HK 

HK 

HK 

KR 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

PH 

SG 



2610703 B 
4115528 A 
649063 B 
8353891 
2050675 
69112545 
69112545 
475259 
9402915 B 
5122481 A 



A 
A 
D 
T 
T 



0603514 A 
6224095 A 



JP 10112586 A 



2874279 B 
4017343 A 
2663783 A 



B 

C 
A 

C 



C 
A 
C 



1049754 

1576987 
62205179 

1608022 

2014384 B 
62205180 A 

1638457 C 

2058306 B 
63017980 A 

1603517 C 

2015594 B 
62153375 A 

1056112 B 
1712427 
62153376 
1608021 

2015595 B 
62153377 A 

2221468 A,B 

2221469 A,B 
114392 G 
114592 
114692 

3639266 
2592390 
2184741 A,B 
105492 A 
105592 
105692 
105792 
9107086 B 
8603269 A,B, 
9302147 
9302148 
9302149 
9302150 A,B, 
23580 A 
114492 G 



6 
G 
A 
A 



A 
A 
A 



A 
A 
A 



14- 05- 
16-04- 
12-05- 
12-03- 

06- 03- 
05-10- 
02-05- 

15- 01- 

07- 04- 

16- 06- 



■1997 
•1992 
1994 
1992 
1992 
1995 
1996 
1996 
1994 
1992 



29-06-1994 
12-08-1994 



28-04-1998 

24-03-1999 
22-01-1992 
27-12-1991 



25-10-1989 

24- 08-1990 
09-09-1987 
13-06-1991 

06- 04-1990 
09-09-1987 
31-01-1992 

07- 12-1990 

25- 01-1988 
04-04-1991 

12- 04-1990 

08- 07-1987 
28-11-1989 

11- 11-1992 
08-07-1987 

13- 06-1991 

12- 04-1990 
08-07-1987 
07-02-1990 

07- 02-1990 
24-12-1992 
24-12-1992 
24-12-1992 

02- 07-1987 

03- 07-1987 
01-07-1987 

08- 01-1993 
08-01-1993 
08-01-1993 
08-01-1993 
16-09-1991 
16-07-1987 
05-04-1994 
05-04-1994 
05-04-1994 
05-04-1994 
11-09-1989 
24-12-1992 



FoimUas PCr/ISAOio (Antang PUMtviAsXJul t«e> 



Selte 1 



von 2 



INTERNAnONALEI^ RECHERCHENBERICHT 

Angafien nj Veroffentlichungon. <jje zur widen PatenifamiJte gefwen 



Ir. arionales Aktanzewhen 

PCT/EP 00/03988 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verdffentlichung 



Mltglied(er) der 
Patentfamiile 



Datum der 
VerolfenBicfiung 



GB 2221470 



US 
US 
US 



4965127 A 
5187007 A 
4756968 A 



23-10-1990 
16-02-1993 
12-07-1988 



US 4457798 



03-07-1984 



DE 3122981 
BE 893454 
CH 655907 
FR 2507800 

GB 2100669 A,B 
IT 1151612 B 

JP 1729187 

JP 57210494 

JP 63042314 B 

NL 8202056 A,B, 
SE 456544 B 

SE 8203562 A 



A 
A 
A 
A 



C 
A 



05- 01 
01-10 
30-05 
17-12 

06- 01 
24-12- 
29-01- 
24-12- 
23-08- 
03-01- 

10- 10- 

11- 12- 



UO 9948137 



23-09-1999 



-1983 
-1982 
•1986 
•1982 
•1983 
1986 
1993 
1982 
1988 
1983 
1988 
1982 



OE 
AU 



19811115 A 
3144899 A 



16-09-1999 
11-10-1999 



Fonrttad PCT/ISA/21 0 (Anhang PktanttamlioMJua 1 902) 



Selte 2 von 2 



